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し、 Si02/ZnO/ダイヤモンド構造のデバイス作製を実施している。 c 軸配向 ZnO 成膜には、独自の 2 段階スパッタリ
ング成長方式などを研究し、良好な ZnO の作製を達成している。また線幅制御の厳しい SAW デバイス用に、リソグ
ラフィやドライエッチングなどの検討を行い、 Si02/ZnO/ダイヤモンド構造のデノミイスプロセスを完成している。
第 4 章では、実際に 2.5 から 5GHz までの周波数のダイヤモンド SAW デバイスを作製している。位相速度はシミ
ュレーションにより予測される値から 1%以内の誤差で一致し、推定通りの高周波動作が得られることを明らかにし
ている。また温度補償のために ZnO/ダイヤモンド構造の上に Si02 を積層し、シミュレーションに比べて実際には




















LiTa03 が用いられている。これらの材料は位相速度が 3000""'5000 m/s 程度であり、微細化の限界まで利用されて高
周波化が実現されているが、フィルタで 2GHz 帯、発振器で 1 GHz 帯が限界である。また特性上も様々な問題を抱
えている。このため高周波用の材料が求められており、位相速度の高いサファイア上に ZnO などの圧電薄膜を積層






ドの合成、圧電薄膜として選択した ZnO の成膜及びデバイスを実現するためのプロセスを検討し、実際に 2.5 から 5












料を開発している。また ZnO に関しても、独自の二段階成長法により c 軸配向性に優れシミュレーション通りの電気
機械結合係数を有し、かっ伝搬損失の少ない材料を開発しており、目的に叶った材料を得ることに成功している。
(3)上記の材料を用いて Si02/ZnO/ダイヤモンド構造による高周波 SAW デバイスを試作し、その特性を検証してい






(4)優れた特性が得られることのわかった Si02/ZnO/ダイヤモンド SAW デノミイスを狭帯域の実用デノ〈イスへ適応し









圧電性能などの材料特性を有するダイヤモンド及び ZnO の実現に世界で初めて成功していること、 SAW デバイス特
有の要求に合わせてダイヤモンドの微粒化などの開発を行っていることなど材料面での功績も大きい。そして実際に
5GHz という高周波デ、パイスを実現し、温度特性や耐電力性に優れることを実験的に見出し、本分野のデバイス工学
へ大きく貫献している。さらに光通信及び無線通信におけるフィルタや高周波発振器用共振器など、真の実用デノ〈イ
スを開発し、実際のシステムの中に貢献していることは工業的見地からも価値があるものと認められる。なお、ダイ
ヤモンド SAW デバイスは世界初のものであり、ダイヤモンドの世界において電子部品分野への初の適応例でもあり、
本研究成果は高く評価される。今後さらに進展する高周波の光及び無線分野において、フィルタや発振器として進展
に貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
